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Examen Normal S1

Exercicel (4pts)

0.5V

a- Donner les conditions des zones de Fonctionnement d’un transistor nMOS.

b- Dans quelle zone de fonctionnement le transistor NMOS dans le montage de la 29V
figure ci-contre est polarisé (justifier en utilisant la réponse de la question a). On .__{
donne V,=0.4V.

Exercice 2 (6pts) _23V

On peut diviser la zone ohmique d’un transistor nMOS en deux zones ; la
premiére est linéaire et 'autre est quadratique située entre la zone linéaire Vpp= 2.4V
et la zone de saturation
A-Donner la formule du courant lp dans la zone quadratigue (zone de non saturation) R4
B- Pour qu’elle valeur de Vss en fonction de Vps et Vv, le courant est maximale.
C- calculer le courant Ip et la tension Vp si Vpp=2.4V et Vgs= V=1.0V Vs VsV Vo
D- Calculer la résistance Rd @——_l
pour le transistor M1 dans le circuit ci-contre on donne
Kn= 500 UA/V?, Vin= 0.4V.

Exercice 3 (4pts)

Tension d'alimentation

Soit le circuit suivant

1) Quelle est la fonction réalisée par ce circuit en donnant la table de vérité.
2) Comment réaliser cette fonction en utilisant un seul transistor nMOS et Entree Ssrtia

une résistance pull up (donner un schéma), qu’elle est son rile.
3) Comment réaliser le méme circuit en utilisant deux fransistors nMOS.

Exercice 4 (6pts) 0 Volts : masse

Soit le transistor nMOS ayant les paramétres suivants :

tox=0.1um, £ox=3.9x8.85x10® uF/cm, un=850cm?*/V.s, W/L= 40um/1um, and Vis=1.5V.
A- Calculer la capacité MOS en donnant sa formule.

B- Calculer (a)K'n, (b) Kn , (c) rps pour Vs= 3.5V, 7V

C- Déterminer lyso: pour les deux valeurs de Vs données auparavant,

Y
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Corrigé type examen S1 Normal

a- Si Vgs < VstV alors le transistor fonctionne dans la zone de saturation @
Vas > Vps+Vin alors le transistor fonctionne dans la zone de non saturation ou Ohmlque@
b- Ves=2.2V-(-2.3)=4.5V ; Vps =0.5-(-2.3)=2.8V ; Vps+Va =2.8V+(0.4V) =3.2V alors Vgs > Vps+V,,

Donc le transistor fonctionn zone de non saturation ou la zone Ohmique
EXO2 K(,’}t‘ e

A\ Nous avans I dans la zone

Ip = ky[2 (Vos — Ven Vs — Vsl @

B\ Pour que iy = I, courant maximale = on cherche la valeur qui annule la dérivé de

di,

Ip:
P vy,

=0 >

di
dvd = e [Z(VGS ~ Vo) — 2Vpsl = 0= Vps = ken(Vgs — Vi) = Ip = ke (Vs — tn)z

QA lp = kn(Ves = Vin)? = I = 500 x 1076(1.0 — 0.6)% = 0.08 x 10~3 = 0.08m

D\ On a du circuit

Vas = Vps + V,, @

Cad.:
o, C
V.= VG — b

D /m
=10V 04V-=06V

Alors la tension au borne de la résistance et

Vpp—V 24-06
VDD = Rd D + V Alors Rd D= VDD VD = Rd = DL;D L= 80nA = 22.5KQ
EXO3 f%ﬁ ,’

1-La fonction réalisée par le circuit est I’inversion logique £=A4 sa table de vérité ci-dessous

Vo—Vs=Vp-V,+ 7,

mn

La table de vérité
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2-Elle protege I'inverseur dans le cas Uentrée de I'inverseur est ay niveau Haut contre un court-circuit front,

3- On peut réaliser I'inversion en utilisant deux transistors nMOS comme le montre la figure ci-dessous

Le transistor en haut remplace la résistance pull up.

N0,
v

EXO4 iéj;_)l’t‘

1) la capacité Mos est donnée par Cpyps = Cpp X W X L = Sox W X L @g’

ox

et Ja valeur de C,;,,s =0.0138pF (P/ (

2)Les formules de ;
@ FE

Eox — » W - :
Ko =y X =2 = py X Coy K, = L

T = e
tox n bs kn(Vgs=VYin)
@0

Lavaleur de K', = 29.3 pA/V? et la valeur de K, = 0.5867mA/V?

Pour Ves=3.5V rps = 852.2 () @ @
Pour Ves=7V Tps = 309.9 -Q

. 2
3) le courant /54, est donné par : Iyeer = K, (Vs — Vi) @

Pour V=35V [dsat = 2.35mA Pour V=7V Idsat = 3.23mA
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